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FELHASZNALAS

- amorf napelem

,EZ a legelterjedtebb tipus, mert olcso az el6allitasi koltsége. A hatasfoka 4-6% kozott van, ami alulmarad a

tobbihez képest... Az élettartamuk csak 10év korul van.”
- vékonyréteg tranzisztor, Schottky —diéda

- ,fekete réteg”, kijelzOk hattere, bolométer

AMORF ANYAG

a-Si, a-Ge és a-SiGe rovidtavu rend, periodikus potencial eltinik

Si-Si (Ge-Ge) kotések felhasadnak : dangling bonds

toltéshordozo lokalizacio és a savszerkezet valtozasa = optikai paraméterek valtoznak

rekombinacios centrumok szama megnd = elektromos tulajdonsagok romlanak

KOVALENS KOTES KIALAKITASA

v' Si-H és Ge-H, kotési energia ~ 3.3 és 3.00 eV

v" Dangling bond passzivacidja
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v' Hibaslriség csokken 10°%cm?® —rél  5x10"/cm*~ig

Technolégia: szilan, german Cél:porlasztas Ar+H,
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Négyzetes Schottky didda

5 nm vastag rétegekbdl
allé a-Si/Ge:H multiréteg



Si és Ge réteg hidrogéntartalma a porlasztashoz hasznalt H, gazaram fuggvenyében.
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H vesztés a felulet valtozasa nélkul

SNMS (Secondary Neutral Mass Spectrometry) eredménye 135 °C
10 perc (fekete) és 40 perces (piros) h6kezelés utan.

M. Serényi, C. Frigeri, A. Csik, N. Q. Khanh, A. Németh and Z.
Zolnai, CrystEngComm, 2017, DOI: 10.1039/C7CEOOOQ76F.

SNMS (Secondary Neutral Mass Spectrometry) eredménye
180 °C 10 perc és 40 perces h6kezelés utan.



Infravoros spektroszkoépia: a modus koncentracioja a gorbe alatti terulettel

aranyos
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Typical IR absorption spectra in the stretching mode
range of the wavenumber for the H content of a)
10.8, b) 14.7, c) 17.6 at%. For each plot the spectra
for the unannealed (solid curve), annealed for 1 h
(dash curve) and for 4 h (dot curve) at 350C.
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Integrated intensity
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Infravoros spektroszkopia eredménye: a-Si:H
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a) Typical IR absorption spectra in the stretching mode range of the wavenumber
for the H partial pressure of 0.6 for the three annealing (135C) times of 0 min (black
spectrum A), 40 min (red spectrum B) and 120 min (blue spectrum C). b) As a) for
the H partial pressure of 0.9.

Peak Analysis

Cnir2=4.59782E-002
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Data Set[aGeHSetransjaGoHS8-trans!Abs. Coof.59
BaseLine:-3325.8672693980934

Date:2014.09.08

Adj. R-Square=9,98767E-001 # of Data Points=491

Degree of Freedom=483.
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Fitting Results
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H vesztés a felullet megvaltozasaval

buborékkeépzodes
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buborékok kialakulasanak ideje (t) megfelezddik minden ~10C fok emelkedés soran.

Arrhenius-egyenlet egy egyszerd, attekinthet6 formula a buborékok kialakulasi idejének, a
folyamat sebessegeének jellemzésére

a folyamat E_ activacios energiaval jellemezhets 1/t = Aeexp (-E_/KT)

méreseink szerint E, = 1.63 eV a-Ge:H rendszerre
E,=2.42 eV a-Si:H rendszerre

E_ activacios energia értelmezése: E_= 2 € (GeH) - € (H,).
£ (GeH) =2.99-3.33 eV € (H,) =4.5eV

M. Serényi, C. Frigeri, A. Csik, N. Q. Khanh, A. Németh and Z. Zolnai, CrystEngComm, 2017, DOI: 10.1039/C7CEO0Q76F.
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Hbékezelés hatasa az a-Si:H, a-Ge:H és a-SiGe:H retegekben
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HOkezeles hatasa az a-SiGe:H retegekben

2,9 |

e=2[ X -¢(SIH)+ (1-X) - ¢(GeH)] - g(H,)
: | X a Si tartalom
o H helyett:
15| - SiGe egykristaly (13% Ge)

- hano-, mikrokristalyos rétegek
Ellipszometria az 0sszetetel meghatarozasara
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